Streszczenie

Niniejsza praca dotyczy problematyki urzadzen -elektronicznych i optoelektronicznych
bazujacych na dwuwymiarowych dichalkogenkach metali przejsciowych. Praca skupia si¢ w
szczegblnosei na wptywie srodowiska pomiarowego (powietrze, proznia) na probki oraz na
modyfikacjach strukturalnych krysztaldéw w celu modulacji ich poczatkowych wiasciwosci.
Badanymi materiatami byly mono- i dwuwarstwy dwusiarczku molibdenu (MoS2) oraz
monowarstwy dwusiarczku wolframu (WS2). Na prébkach wytworzono tranzystory polowe i
urzadzenia fotoprzewodzace oraz scharakteryzowano je pod wzgledem elektrycznym i

strukturalnym.

W niniejszej pracy zaproponowano nowy model opisu sygnalu fotopradu w funkcji czasu dla
MoS,, zawierajacy dodatkowa skladowa, ktora nie wystepuje w dotychczas stosowanych
modelach. Pozwala on odrozni¢ efekty fotoprzewodnictwa i fotobramkowania pochodzace od
czynnikow wewnetrznych (np. defektow) od zewnetrznych, takich jak adsorbaty

srodowiskowe.

Dodatkowo, mechanicznie rozwarstwiane dwuwarstwowe probki MoS2 zmierzono
elektrycznie pod katem zwigzku fotopradu z napigciem bramki i mocg oswietlenia. Pomiary
podkreslity znaczenie pulapek na interfejsie miedzy warstwowym materialem a podlozem w
generowaniu fotopragdu. Wydajno$¢ urzadzen zostata oceniona w pordwnaniu z obecnie

dostepnymi detektorami komercyjnymi, a ich wyniki sg obiecujace.

Probki MoS2 i WSz poddano réwniez modyfikacji powierzchniowej, aby zmieni¢ ich
optoelektroniczne wlasciwosci. Modyfikacje plazma zoptymalizowano i zastosowano do
wzmocnienia sygnalu fotopradowego prébek. Na urzadzeniach jednowarstwowych po
modyfikacji osiggnieto wyjatkowy, ponad 150-krotny wzrost fotopradu. Modyfikacja ta
spowodowata réwniez wydluzenie czasu reakcji urzadzen oraz silniejszy efekt trwalego
fotoprzewodnictwa z powodu wprowadzonych defektow, takich jak luki siarkowe oraz tlenki
metali przejsciowych. Druga zastosowana modyfikacjag byla chemiczna modyfikacja
roztworem kwasu H2SO4, ktéra spowodowala przywrocenie intensywnosci fotoluminescencji

probki obnizonej przez bombardowanie plazma.

Praca ta dotyczy réwniez wykonania uktadu pomiarowego i1 rozwigzywania czesto

wystepujacych probleméw podczas pomiaréw elektrycznych ultra-cienkich materiatow.



Uzyskane wyniki przyczyniaja si¢ do lepszego poznania mechanizméw generowania fotopradu
i dziatania urzadzen elektronicznych opartych na dwuwymiarowych dichalkogenach metali
przejsciowych. Badania tych materialdéw maja duze znaczenie dla przysztych zastosowan,

zwlaszcza w urzadzeniach optoelektronicznych i czujnikach.
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